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Semi-conductor-, particularly Si-, discs are etched with a solution 
obtained by adding N02 or N204 to mixture of HN03, HF and glacial acetic 
acid. Pref. acid mixture consists of 9 parts 100% HN03, 1.5 parts 40% HF 
and 1.5 parts 100% glacial acetic acid, and pref. concn. of N02 or N204 
ranges from 5% to saturation limit. Planar surfaces are obtainable; 
etching rate per unit time is constant and etching is accelerated. 
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"Atzlbsung"' 



Die Erf inching betrifft eine Atzlosung zum Atzen von Halb- 
leiterscheiben, insbesonder e van Siliziumscheiben r aus 
Salpetersaure, F'luftsaure und Eisessig, 

Es ist bekknhtf s Sil iziumhalbleiterscheiben mit Hilfe einer 
Sauremxschung aus Salpetersaure und Flulisaure auf die ge- 
wiinschte Scheibendicke ahzuatzen,. Feraer ist es bereits 
bekannt ; geworden, einer Atzlosung zum Atzen von Silizium 
Eisessig zuzusetzen,. 

Die bekannten Atzlbsungen haben den. Nachte il , daii die Halb- 
let terscheiben nach dem Atzeri nicht voLlstandig eben, son 
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xn unerwiinschter Weise konkav oder konvex sind. Aulierdem 
wurde f es tgest ellt , daft rait den bekannten Atzlbsungen stets 
wechselnde Atzraten erzielt werden, so daft das definierte 
Abtragen emer vorgegebenen Schichtdxcke nxcht ohne wei 
teres mbglxch waro 

Aufgabe d*r vorliegendeu Erfindung 1st es, eine Atzlosung 
anzugeben, mit deren Hilfe vollstandig ebene Oberflachen 
der mit der Atzlosung behandelten Halblei terscheiben er 
zielt verden, Die Atzlosung soil f'erner die Eigonschaft 
haben, stets gleichmaftxge Schi chtdicken bei vorgegebener 
Temperatur in der Zeitemheit von emer behande.lt en Halb- 
lei ter sche ibe abzutragen, Ferner ist exne Atzlosung ermmscht, 
mit der die Atzab tragung besc hi euni g t werden kann . 

Zur Ldsung dieser Aufgabe ist bex emer Atzlosung der ein 
gangs geschilder ten Art erf 1 ndungsgemaft vorgenehen, daft 
der Atzlosung S t i ckstof f xoxi d bzw, Dxst ickstof f tetroxid 
zuge^etzt ibt . 

m 
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Durch einen Zusatz von NO^ bzw. N^O^ kann die Atzabtragung 
faei Silxziumhalbleiterscheiben beschleunigt und die JVtz- 
rate in der Zeitexnheit konstant gehalten verdeh* Die er«. 
f indurigsgeraaGe Atzlosung hat ferxler den Vortex 1, dafi die 
Oberf lachen der mit ihr behandelten Halblei terscheiben 
vollkojnmen eben sxhd., . 

Die Konzentration des St xckstoff dioxids .(NOg) bzw* das 
Di sticks tofrtetroxids (N^Q^) liegt vorzugsVedse in dem Be- 
reicli zvischen 5 % und der Sattigungsgrenze a Bei .4er .er- 
rindungsgemalien Atzlosung 1st es Von - Vorteil, weiin die. 
Konzentration des NQg- b^Wo N^O^Anteils. vahrend- der 
Atzbehandlung konstant gehalten yird* 

Als Ausfiihrungsbei spiel soil noch eine Atzlosung ange- 
geben .werden, die sich : in dear Praxis als beaonders Vdr- 
teilhaft endes. Diese Atzlosung liatte die folgeitdie Zti« 
sammensetzung; 9 Texle 100?6ige Salpetersaure, 1,5 Telle 
kO%±se Fiuflsaure und 1,5 Telle lOOJtigen Eisessigo Die*- 
sera Sauregemisch wurde soviel NOg bzw. * f 2°k zu S ese * zit > 
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dafl die Konzentrat ion des NO bzv, N O, -Anteils an der 

tit £ *r 

Atzlosung zwischen 5 % und der Sattigungsgr enze lag, 

Mit einer derartigen Atzldsung wurden Sil iziumhalbleiter- 
scheiben bei der konstant gehaltenen Temperatur von 30° C 
behandelto Die Atzrate betrug bei diesen Versuchen 11,5 
,um pro Minute. Diese Atzrate konnte konstant gehalten ver- 
den, Nach der Atzbehandlung lagen plane Halbl eit erscheiben 
vor f die fur weit.ere Fertigunspro^esse vorzuglich geeignet 
war en. 
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Pa t e n t an sp.ru. c he 



^l^y Atzlosung zum Atzen von Halbleiter scheiben, insbesondere 
von Siliziumscheiben aus Salpetersaure , FlufJsaure und Eis- 
essig, dadurch gekennzeichnet , j&aQ der Atzlo^ung Sticlc- 
stoffdioxi.d l^zw* Distickstof f tetroxid zugesetzt ist» 

2) Atzlbsung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnetj dali 
sie aus einero Sauregeraisch folgender Zusammensetzung be- 
steht; 9 Teile 100 jSige Salpetersaure, 1,5 Teile kO %ige 
FluBsaure und 1,5 Teile 100 %igen Eiseasig und ein Zu- 
satz von Stickstof f dioxid bzv° Distickstof f tetroxid' 
zusam'raeno \ . . 9 - " • 

3) Atzlosung nach Anspruch l.oder 2, dadurch gekennzei chnet , 
dafi die Konzeiitration des Stickstof f dioxid bzwo des Di- 
stickstof f tetroxid etwa zvrischeh 5 % und der Sattigungs- 
grenze iiegto 



